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(57) Abstract

The invention relates to an MOS field effect transistor with a low closing resistor Roy, wherein auxiliary electrodes having one type
of conductivity are arranged in the drift region between areas of semiconductors (3). Said auxiliary electrodes are made of polycrystalline

silicon (12) that is surrounded by an insulating layer (5).




(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen MOS—Feldeffekttransistor mit niedrigem Einschaltwiderstand Ry, bei dem in der Driftstrecke zwischen
Halbleitergebieten (3) des einen Leitungstyps Hilfselektroden (11) vorgesehen sind, die aus polykristallinem Silizium (12) bestehen, das
von einer Isolierschicht (5) umgeben ist.
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Beschreibung
MOS-Feldeffekttransistor mit Hilfselektrode

Die vorliegende Erfindung betrifft einen MOS-Feldeffekt-

transistor mit

- einem eine erste und eine zwelte Hauptoberflache aufweisen-
den Halbleiterkdrper des einen Leitungstyps, in den wenig-
stens eine erste Halbleiterzone des anderen, zum einen Lei-

tungstyp entgegengesetzten Leitungstyps eingebettet ist,

- mindestens einer zweiten Halbleiterzone des einen Leitung-

styps, die in der ersten Halbleiterzone vorgesehen ist,

- einer Gateelektrode wenigstens im Bereich oberhalb der er-
sten Halbleiterzone zwischen der zweiten Halbleiterzone und

dem Halbleiterkdrper und

- einer den Halbleiterkorper auf der zweiten Hauptoberfléache
kontaktierenden ersten Elektrode und einer mindestens die

zweite Halbleiterzone kontaktierenden zweiten Elektrode.

Bekanntlich wird schon seit langem nach Moglichkeiten ge-
sucht, den Einschaltwiderstand R,, speziell von Leistungs-
MOS-Feldeffekttransistoren (FET's) zu reduzieren. So ist bei-
spielsweise in der US 5 216 275 eine Leistungs-Halbleiter-
vorrichtung beschrieben, die grundsatzlich in der eingangs
beschriebenen Art aufgebaut ist: die Driftstrecke dieser
Halbleitervorrichtung ist mit einer sogenannten "Spannungs-
halteschicht" ("voltage sustaining layer") versehen, die aus
vertikalen, nebeneinanderliegenden p- und n-leitenden Gebie-
ten besteht, welche einander abwechseln und zwischen denen
eine Isolierschicht aus Siliziumdioxid vorgesehen ist. Als
Beispiel einer derartigen Ublichen Halbleitervorrichtung ist

in Fig. 4 ein MOSFET gezeigt.
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Dieser bekannte MOSFET besteht aus einem Halbleiterkorper 1
mit einer n'-leitenden Drain-Kontaktzone 2, einander abwech-
selnden n-leitenden und p-leitenden Halbleiterzonen 3 bzw. 4,
die voneinander durch eine Isolierschicht 5 aus beispielswei-
se Siliziumdioxid getrennt sind, p-leitenden Halbleiterzonen
("Body"-Zonen) 6 und n-leitenden Halbleiterzonen 7, die in

die Zonen 6 eingebettet sind.

Fiir den Halbleiterkorper 1 wird in lblicher Weise Silizium
verwendet, obwohl gegebenenfalls auch andere Materialien ein-
gesetzt werden kénnen. Auch kdnnen gegebenenfalls die angege-

benen Leitungstypen umgekehrt sein.

Gateelektroden 9 aus dotiertem polykristallinem Silizium sind
in eine Isolierschicht 8 aus beispielsweise Siliziumdioxid

oder Siliziumnitrid eingebettet und mit einem AnschluBl G ver-
sehen. Eine Metallschicht 10 aus beispielsweise Aluminium

kontaktiert die n-leitenden Zonen 7 und ist mit einem Source-
anschluB S versehen, der geerdet sein kann. An der n'-leiten-
den Halbleiterschicht 2, die mit einem DrainanschluB D verse-

hen ist, liegt eine Drainspannung +Uj.

Bei angelegter Spannung +Up werden die Zonen 3 und 4 gegen-
seitig an Ladungstrédgern ausgerdumt. Ist in diesen Zonen 3,
4, die zwischen den beiden Hauptoberflichen des Halbleiter-
kdrpers 1 saulenformig verlaufen, die Gesamtmenge der n-
Dotierung und der p-Dotierung etwa gleich oder so gering, daB
diese Zonen 3, 4 vollstédndig an Ladungstridgern ausgeriaumt
sind, bevor ein Durchbruch eintritt, so kann ein solcher
MOSFET hohe Spannungen sperren und dennoch einen niedrigen
Einschaltwiderstand R,, aufweisen. Infolge der Isolierschicht
5 zwischen den n-leitenden Zonen 3 und den p-leitenden Zonen
4 dienen hier die p-leitenden Zonen 4, die unterhalb der Zo-
nen 6 angeordnet sind, als geerdete Feldplatten fiur die
n-leitenden Zonen 3, solange diese nicht vollstadndig an La-

dungstrdagern ausgeraumt sind.
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Ein MOSFET mit der in Fig. 4 gezeigten Struktur ist in seiner
Herstellung relativ aufwendig, was insbesondere auf die Bil-
dung der Isolierschichten 5 und der von diesen umgebenen p-
leitenden Zonen 4 in einem n-leitenden Halbleiterkdrper 1 zu-

rickzufithren ist.

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen MOSFET
zu schaffen, der einen &dhnlich niedrigen Einschaltwiderstand
wie der bestehende MOSFET hat, jedoch wesentlich einfacher

herzustellen ist.

Diese Aufgabe wird bei einem MOSFET der eingangs genannten
Art erfindungsgemaB dadurch gel®dst, dal im Halbleiterkorper
wenigstens eine mit einer Isolierschicht versehene Hilfselek-
trode vorgesehen ist, die sich in der Richtung zwischen der
ersten und der zweiten Hauptoberfldche des Halbleiterkdrpers
erstreckt und mit der ersten Halbleiterzone elektrisch ver-
bunden ist. Vorzugsweise liegt die Hilfselektrode direkt un-

terhalb der ersten Halbleiterzone.

Dabei ist es auch moglich, dal mehrere derartige Hilfselek-
troden unterhalb jeder ersten Halbleiterzone vorgesehen sind.
Diese Hilfselektroden konnen gegebenenfalls "bleistiftartig”
gestaltet sein. Die Hilfselektroden ko&nnen sich bis zu einer
hochdotierten Schicht des einen Leitungstyps im Bereich der
zweiten Hauptoberfladche, also bis in die N&dhe zu einer Drain-
Kontaktzone erstrecken. Es ist aber auch moglich, daB die
Hilfselektroden lediglich bis zu einer schwach dotierten
Schicht des einen Leitungstyps reichen, die zwischen dem
Halbleiterkdrper und einer mit der ersten Elektrode kontak-
tierten stark dotierten Halbleiterschicht des einen Leitungs-

typs vorgesehen ist.

Die Hilfselektrode selbst besteht in bevorzugter Weise aus
hochdotiertem polykristallinem Silizium, wahrend fir die Iso-
lierschicht in bevorzugter Weise Siliziumdioxid verwendet

wird.
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Die Tiefe der Hilfselektroden kann beispielsweise zwischen 5
und 40 pm liegen, wahrend ihre Breite in der GroéRenordnung
von 1 bis 5 pm sein kann. Die Dicke der Isclierschicht auf
dem polykristallinen Silizium der Hilfselektrode kann zwi-
schen 0,1 und 1 yum liegen, wobel diese Dicke in Richtung auf
die zweite Hauptoberflache cder zur Mitte der Hilfselektrocden

zwischen den beiden Hauptoberfldchen hin ansteigen kann.

Der erfindungsgemafe MOSFET ist in besonders einfacher Weise
herstellbar: in den beispielsweise n-leitenden Halbleiterkdr-
per werden Gradben (Trenche) beispielsweise durch Atzen einge-
bracht. Die Wande und Bbdden dieser Trenche werden mit einer
Isolierschicht versehen, was durch Oxidation geschehen kann,
so daB bei dem aus Silizium bestehenden Halbleiterk&rper als
Isolierschicht eine Siliziumdioxidschicht gebildet wird. So-
dann werden die Trenche mit n'- oder p -leitendem polykri-

stallinem Silizium gefiillt, was keine Probleme aufwirft.

Dabei wird eine p’-Dotierung fir das polykristalline Silizium
der Hilfselektrode bevorzugt: sollte ndmlich in der Isolier-
schicht ein Loch vorhanden sein, so entsteht nach einer p-
Diffusion durch das Loch in dem n-leitenden Halbleiterkdrper
ein sperrender pn-Ubergang. Im Falle einer n'-Dotierung fiur
das polykristalline Silizium der Hilfselektrode wiirde dagegen
durch ein solches Loch ein KurzschluB zum n-leitenden Halb-

leiterkorper hervorgerufen werden.

Die Hilfselektroden selbst kénnen sdulen-, gitter- oder

streifenfdrmig sein oder sonstige Gestaltungen besitzen.

Auch kdénnen die n-leitenden Halbleiterzonen um so hdher do-

tiert werden, Jje naher die Hilfselektroden zueinander stehen.

. Dabei ist aber zu berlicksichtigen, dall bei parallel zueinan-

der verlaufenden Hilfselektroden die seitliche Fl&chenladung

der n-leitenden Halbleiterzonen die dem Doppelten der Durch-
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bruchsladung entsprechende Dotierstoffmenge nicht iberschrei-
ten darf.

Die n'- oder p'-Dotierung im polykristallinen Silizium der
Hilfselektroden braucht nicht homogen zu sein. Vielmehr sind
hier ohne weiteres Schwankungen in der Dotierungskonzentrati-
on zuldssig. Auch ist die Tiefe der Hilfselektroden bzw. der
Trenche nicht kritisch: diese kénnen bis zu einer hochdotier-
ten Drain-Kontaktzone reichen, brauchen dies aber nicht zu

tun.

Anstelle eines beispielsweise n-leitenden Halbleiterkorpers
kdonnen fir diesen auch Schichten mit unterschiedlicher Dotie-

rung vorgesehen werden.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeichnungen niher

beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 einen Schnitt durch einen MOSFET nach einem

ersten Ausfihrungsbeispiel der Erfindung,

Fig. 2 einen Schnitt durch einen MOSFET nach einem

zweiten Ausfihrungsbeispiel der Erfindung,

Fig. 3 einen Schnitt durch einen MOSFET nach einem
dritten Ausfiilhrungsbeispiel der Erfindung,

und
Fig. 4 einen Schnitt durch einen bestehenden MOSFET.

Die Fig. 4 ist bereits eingangs erl&dutert worden. In den
Fig. 1 bis 3 werden fir einander entsprechende Teile die
gleichen Bezugszeichen wie in Fig. 4 verwendet. Auch kdénnen,
wie in Fig. 4, die jewells angegebenen Leitungstypen umge-

kehrt werden.
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Fig. 1 zeigt ein Ausfilhrungsbeispiel des erfindungsgemalen
MOSFETs. Im Unterschied zu dem herkdmmlichen MOSFET nach
Fig. 4 sind hier keine p-leitende Zonen 4, die von einer Iso-
lierschicht 5 umgeben sind, vorgesehen. Vielmehr sind bei dem
MOSFET des Ausfihrungsbeispiels von Fig. 1 Hilfselektroden 11
vorgesehen, die jeweils aus n'- oder p'-dotiertem polykri-
stallinem Silizium 12 bestehen und mit der Isolierschicht 5
umgeben sind. Anstelle des polykristallinen Siliziums kann
gegebenenfalls auch ein anderes entsprechend leitendes Mate-
rial verwendet werden. Auch kann die Isolierschicht 5 aus an-
deren Materialien als Siliziumdioxid, beispielsweise aus Si-
liziumnitrid oder aber auch aus verschiedenen Isolierfilmen,
wie beispielsweise Siliziumdioxid oder Siliziumnitrid, beste-

hen.

Diese Hilfselektroden haben einen ahnlichen Effekt wie die p-
leitenden Zonen 4 bei dem herkdmmlichen MOSFET von Fig. 4:
bei angelegter Drainspannung +Up an den DrainanschluB D wer-
den die n-leitenden Zonen 3 von Ladungstrdgern ausgeraumt.
Auf der Isolierschicht 5 tritt dabei eine groRere Feldstarke
des elektrischen Feldes als bei dem MOSFET mit der herkdmmli-
chen Struktur von Fig. 4 auf. Dies hat aber keine Auswirkung

auf die angestrebte Ausraumung an Ladungstrédgern.

Der wesentliche Vorteil der Erfindung liegt darin, daB der
MOSFET nach Fig. 1 wesentlich einfacher herzustellen ist als
der MOSFET nach Fig. 4: es brauchen lediglich Trenche 13 in
den Halbleiterkdrper 1 etwa bis zu der Schicht 2 mit einer
Breite von etwa 1 bis 5 pym und einer Tiefe von etwa 5 bis

40 pm gedtzt zu werden, deren Wande sodann durch Oxidation
mit der Iscolierschicht 5 aus Siliziumdioxid und einer
Schichtdicke von 0,1 bis 1 pum belegt werden. Die Dicke der
Isolierschicht 5 spielt dabel keine besondere Rolle: diese
kann vielmehr in den Trenchen 13 von oben nach unten oder

auch zur Mitte hin ansteigen.



10

15

20

25

30

35

WO 00/33385 PCT/DE99/03542 -

5
AnschlieBend werden die Trenche mit dem polykristallinen Si-
lizium 12 gefiillt das p’'- oder n'-dotiert sein kann. Eine p'-
Dotierung fiir die Hilfselektroden 11 ist aber vorzuziehen, da
sie im Hinblick auf mdglicherweise in der Isolierschicht 5
vorhandene Locher eine gréRere Ausbeute ergibt, wie dies be-

reits oben erlautert wurde.

Die Anordnung der Hilfselektroden 11 braucht nicht mit der
Anordnung der einzelnen Halbleiterzellen ilibereinzustimmen.
Vielmehr konnen die Hilfselektroden 11 saulen-, gitter- oder
streifenfdrmig oder in sonstiger Gestaltung vorgesehen wer-

den.

Die n-leitenden Zonen 3 werden in bevorzugter Weise um so ho-
her dotiert, je enger die Hilfselektroden 11 zueinander sind.
Wesentlich ist lediglich, daBR bei parallel zueinander verlau-
fenden Hilfselektroden 11 die seitliche Flachenladung der n-

leitenden Zonen 3 das Doppelte der der Durchbruchsladung ent-

sprechenden Dotierstoffmenge nicht Uberschreitet.

Anstelle der n-leitenden Zonen 3 (bzw. des Halbleiterkodrpers
1) konnen auch mehrere Schichten mit unterschiedlicher Dotie-
rung vorgesehen werden. Weiterhin kann die n'-leitende Zone 2
auch durch eine n-p'-Schichtfolge oder eine n'-p'-Schichten-

folge ersetzt werden, wie dies in Fig. 1 durch eine Strichli-
nie 15 angedeutet ist. In diesem Fall liegt dann ein IGBT vor

(IGBT = Bipolartransistor mit isoliertem Gate).

Schlieflich braucht die Dotierung des polykristallinen Sili-

ziums 12 der Hilfselektroden 11 nicht homogen zu sein.

Fig. 2 zeigt ein weiteres Ausfihrungsbeispiel der Erfindung,
bei dem im Unterschied zum Ausfihrungsbeispiel von Fig. 1
zwei Hilfselektroden 11 jeder Zelle zugeordnet sind. Selbst-
verstandlich ist es auch moglich, gegebenenfalls drei oder

mehr Hilfselektroden 11 filir jede Zelle vorzusehen.
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SchlieBlich ist es auch nicht erforderlich, daf die Hilfs-
elektroden 11 bis zu der hochdotierten n'-leitenden Schicht 2
auf der Seite des Drainanschlusses D reicht. In gleicher Wei-
se ist es modglich, daR diese Hilfselektroden 11 bereits an
einer n -leitenden Schicht 14 enden, die zwischen der n'-lei-

tenden Schicht 2 und den n-leitenden Zonen 3 vorgesehen ist.

Die Erfindung ermoglicht so einen in einfacher Weise her-
stellbaren MOSFET, der lediglich in der Halbleitertechnologie
bei der Einbringung von Trenches ibliche Schritte erfordert
und dennoch einen niedrigen Einschaltwiderstand R,, gewdhr-
leistet.

Bei den obigen Ausfiihrungsbeispielen ist eine vertikale
Struktur des erfindungsgemédfen MOS-Feldeffekttransistors be-
schrieben. Selbstverstandlich ist die Erfindung aber auch auf
eine laterale Struktur anwendbar, bei der sich die Hilfselek-
troden 11 im Halbleiterkorper in seitlicher Richtung erstrek-

ken.
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Patentanspriiche

1. MOS-Feldeffekttransistor mit

- einem eine erste und eine zweite Hauptoberfliache aufweisen-
den Halbleiterkdrper (1) des einen Leitungstyps, in den auf
der Seite der ersten Hauptoberfldche wenigstens eine erste
Halbleiterzone (6) des anderen, zum ersten Leitungstyp entge-
gengesetzten Leitungstyps eingebettet ist,

- mindestens einer zwelten Halbleiterzone (7) des einen Lei-
tungstyps, die in der ersten Halbleiterzone (6) vorgesehen
ist,

- einer Gateelektrode (9) wenigstens im Bereich oberhalb der
ersten Halbleiterzone (6) zwischen der zweiten Halbleiterzone
(7) und dem Halbleiterkorper (1) und

- eilner den Halbleiterkdrper (1) auf der zweiten Haupt-
oberflidche kontaktierenden ersten Elektrode (D) und einer min-
destens die zweite Halbleiterzone (7) kontaktierenden zweiten
Elektrode (10; S),

dadurch gekennzeilchnet, dab

- im Halbleiterkorper (1) wenigstens eine mit einer Isolier-
schicht (5) versehene Hilfselektrode (11) vorgesehen ist, die
sich in der Richtung zwischen der ersten und der zweiten
Hauptoberflache des Halbleiterkdrpers (1) erstreckt und mit

der ersten Halbleiterzone (6) elektrisch verbunden ist.

2. MOS-Feldeffekttransistor nach Anspruch 1,

dadurch gekennzedilchnet,

daB direkt unterhalb jeder ersten Halbleiterzone (6) eine oder
mehrere Hilfselektroden (11) vorgesehen sind.

3. MOS-Feldeffekttransistor nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daB die Hilfselektroden bleistiftartig gestaltet sind.

4. MOS-Feldeffekttransistor nach einem der Anspriiche 1 bis 3,

dadurch gekennzedilichnet,
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daR die Hilfselektroden (11) bis zu einer stark dotierten
Schicht (2) des einen Leitungstyps im Bereich der zweiten

Hauptoberflache reichen.

5. MOS-Feldeffekttransistor nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeilichnet,

daB die Hilfselektroden (11) bis zu einer schwach dotierten
Schicht (14) des einen Leitungstyps reichen, die zwischen dem
Halbleiterkdérper (1) und einer mit der ersten Elektrode (D)
kontaktierten stark dotierten Halbleiterschicht (2) des einen

Leitungstyps vorgesehen ist.

6. MOS-Feldeffekttransistor nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,

daBl die Hilfselektrode aus hochdotiertem polykristallinem Si-
lizium (12) besteht, das mit einer Isolierschicht (5) aus Si-

liziumdioxid umgeben ist.

7. MOS-Feldeffekttransistor nach einem der Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzedichnet,
daB die Tiefe der Hilfselektroden (11) 5 bis 40 um betragt.

8. MOS-Feldeffekttransistor nach einem der Anspriiche 1 bis 7,
dadurch gekennzeilchnet,

daB die Breite der Hilfselektroden (11) etwa 1 bis 5 pm be-
tragt.

9. MOS-Feldeffekttransistor nach einem der Anspriche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
daB die Dicke der Isolierschicht zwischen 0,1 pm und 1 um

liegt.

10. MOS-Feldeffekttransistor nach einem der Anspriiche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
daB die Dicke der Isolierschicht (5) in Richtung auf die zwei-

te Hauptoberflache zu ansteigt.
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11. MOS-Feldeffekttransistor nach einem der Anspriche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
daB die Dicke der Isolierschicht (5) zur Mitte der Hilfs-
elektroden (11) hin ansteigt.

12. MOS-Feldeffekttransistor nach einem der Anspriiche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,

daB die Hilfselektroden (11) durch Atzen von Graben (13) und
deren Auffiillen mit der Isolierschicht (5) und polykristalli-

nem Silizium (12) hergestellt sind.

13. MOS-Feldeffekttransistor nach Anspruch 6,
dadurch gekennzelchnet,
daB das polykristalline Silizium (12) nicht homogen dotiert

ist.

14. MOS-Feldeffekttransistor nach einem der Anspriiche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,

daR auf dem Halbleiterkdrper (1) im Bereich der zweiten
Hauptoberflache eine hochdotierte Schicht (2) des einen Lei-
tungstyps oder eine Schichtenfolge aus einer Schicht des einen
Leitungstyps und einer hochdotierten Schicht des anderen Lei-
tungstyps oder eine Schichtenfolge aus einer hochdotierten
Schicht des einen Leitungstyps und einer hochdotierten Schicht

des anderen Leitungstyps vorgesehen ist.
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which is cited to establish the publication date of another
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"0" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or
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later than the priority date claimed

"T" later document published after the intemational filing date
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Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kiassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE
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A DE 196 04 043 A (SIEMENS AG) 1
7. August 1997 (1997-08-07)
das ganze Dokument
A DE 43 09 764 A (SIEMENS AG) 1
29. September 1994 (1994-09-29)
das ganze Dokument
A DE 195 34 154 A (SIEMENS AG) 1
20. Marz 1997 (1997-03-20)
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A US 5 216 275 A (CHEN) 1

Weitere Verdffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu
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Sishe Anbang Patenttamilie

° Besondere Kategorien von angegsbenen Verdffentlichungen

"A" Verdffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" lteres Dokument. das jedoch erst am oder nach dem internationalen
Anmeldedatum verdffentlicht worden ist

“L" Verdffentlichung, die geeignet ist, einen Priotitatsanspruch zweifelhaft er—
scheinen zu lassen, oder durch die das Verdffentlichungsdatum einer
anderen im Recherchenbericht genannten Verdffentlichung belegt werden
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
ausgefUhrt)

"O" Veréffentlichung, die sich auf eine mindliche Offenbarung,
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht

"P" Verdffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist

"T" Spétere Verdffentiichung, die nach dem internationalen Anmeidedatum
oder dem Prioritatsdatum veréffentlicht worden ist und mit der
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstiandnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder dar ihr zugrundetiegenden
Theorie angegeben ist

"X" Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann allein aufgrund dieser Verdffentlichung nicht als neu oder aut
erfinderischer Tétigkeit beruhend betrachtet werden

“Y" Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann nicht als auf erfinderischer Tétigkeit beruhend betrachtet
werden, wenn die Veréffentlichung mit einer oder mehreren anderen
Verdffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
diese Verbindung fir einen Fachmann naheliegend ist

"&" Verdffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche
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Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
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Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehérde
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Fax: (+31-70) 340-3016
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Baillet, B
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